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	論壇簡介:
	半導體晶片面臨尺寸越做越小，但效能卻要更加提升的強大壓力，在此同時，每一個package在體積縮小下，卻要能容納夠多的功能在裡面。在消費性電子市場成長驅動下，諸如以矽為渠道的3D IC或者TSV等Packaging 技術之創新也更加快速且重要。本論壇將著重在對TSV技術的概述、技術演進與應用，並且與談人將對此主題進行深度的探討。
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